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U d��pazon� qastot 10

4

{10

10

G ta �nterval� temperatur v�d 170 K do temperatur skluvann�

T

g

dosl�d�eno prov�dn�st~ na zm�nnomu strum� �(!) ta d�elektriqn� parametri (" � tg Æ) stekol

u sistemah Ge{As(Sb){S{I. Temperaturn� ta qastotn� zale�nost� �(!) viznaqeno ob'dnanim

stribkovim mehan�zmom perenosu zar�du b�pol�ronami � prostimi pol�ronami. D�elektriqn�

vlastivost� stekol po�sneno na osnov� model� zar�d�enih defekt�v.
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hal~kogen�dn� skla.
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I. VSTUP

Kompleksna d�elektriqna pronikn�st~ "

�

zumov-

lena proesami vstanovlenn� pol�riza�Ý v reqovin�,

pom�wen�� v elektriqne pole, � mo�e buti opisana vi-

razom [1℄:

"

�

(!) = "

1

+

1

Z

0

 (x) e

i!x

dx; (1)

de x | zm�nna �nte�ruvann�; (x) | funk��, �ka

opisu zm�nu pol�riza�Ý z qasom; "

1

| d�elekt-

riqna pronikn�st~, wo v�dpov�da bez�ner��n�� skla-

dov�� pol�riza�Ý. Zale�no v�d vidu funk�Ý (x) roz-

r�zn��t~ dva vipadki: 1) pru�ne zm�wenn� qasti-

nok; 2) zm�wenn� qastinok z odnogo polo�enn� r�v-

novagi v �nxe (relaksa��na pol�riza��). U per-

xomu vipadku d�elektriqna pronikn�st~ viznaqa-

t~s� elektronno� � atomno� pol�riza��mi. Relak-

sa��na pol�riza�� (dipol~na ta �onna) pro�vl�-

t~s� v d�elektrikah, u struktur� �kih na�vn� di-

pol~n� strukturn� ugrupuvann� (dipol~n� molekuli)

abo slabozv'�zan� nos�Ý zar�du (�oni), wo mo�ut~ zm�-

watis� na znaqn� v�dstan�. C� vidi pol�riza�Ý zu-

movl��t~ znaqn� d�elektriqn� vtrati � dispers�� ".

Kr�m togo, tverd� d�elektriki abo nap�vprov�dniki, v

struktur� �kih  lokal�zovan� defektn� stani, vi�v-

l��t~ vtrati debaÝvs~kogo tipu (koli zm�wenn� za-

r�d�v ma�t~ por�dok m��atomnoÝ v�dstan�). U hal~-

kogen�dnih � hal~kogalogen�dnih sklopod�bnih nap�v-

prov�dnikah konentra�� lokal�zovanih defektnih

stan�v znaqna, tomu perenos zar�du m�� nimi vizna-

qa prov�dn�st~ na zm�nnomu strum� � mo�e davati

vnesok u veliqinu d�elektriqnoÝ proniknosti " ta

poslu�iti priqino� ÝÝ dispers�Ý [2{4℄.

Sl�d v�dznaqiti, wo na s~ogodn� dosl�d�enn� pro-

v�dnosti na zm�nnomu strum� ta d�elektriqnih vlas-

tivoste� provodili, v osnovnomu, dl� sklopod�bnih

mater��l�v na osnov� hal~kogen�d�v mix'�ku. Vs� voni

ma�t~ por�vn�no niz~k� znaqenn� d�elektriqnoÝ pro-

niknosti (6{12) � d�elektriqnih utrat (10

�4

{10

�2

).

Sklopod�bn� � hal~kogen�di surmi, a nadto qetv�rn�

stekla na Ýh osnov�, v ~omu napr�m� vivqeno malo.

U �� statt� podano rezul~tati dosl�d�enn� d�-

elektriqnih parametr�v (" � tg Æ) ta prov�dnosti na

zm�nnomu strum� �(!) stekol sistemi Ge{As(Sb){S{

I (vivqeno stekla rozr�z�v As

2

S

3

{AsI

3

, Sb

2

S

3

{SbI

3

,

As

2

S

3

{GeS

2

, Sb

2

S

3

{GeS

2

, AsSI{GeS

2

, SbSI{GeS

2

).

II. EKSPERIMENTAL^NA QASTINA

Temperaturn� � qastotn� zale�nost� �(!), " � tg Æ

dosl�d�uvali rezonansnim metodom [5℄ u d��pazon�

qastot 1.0�10

4

{3.0�10

7

G ta �nterval� temperatur

v�d 170 K do temperatur skluvann� T

g

. Zrazki dl�

vim�r�van~ prigotovl�li u vigl�d� ploskoparalel~-

nih plastin, na na�b�l~x� plowini �kih nanosili

elektrodi. �k elektrodi vikoristovuvali akvada� �

sr�bnu pastu. Vol~t-ampern� harakteristiki struk-

tur Ag(C)jzrazokjAg(C) mali simetriqnu formu, �

dl� nih zakon Oma spravedlivi� do pol�v � 10

5

V/m.

Dl� vi�snenn� vplivu kontaktnih �viw na vi-

m�r�van� parametri dosl�d�uvali temperaturn� za-

le�nost� " � tg Æ de�kih sklopod�bnih splav�v sistem

Sb{S{I, Ge{Sb{S i Ge{As{S u d��pazon� qastot 10

8

{

10

10

G. Dl� ih vim�r�van~ vikoristovuvali koak-

s��l~nu l�n�� peredaq [6℄.

Dosl�d�enn� provodili u vakuum� 10

�3

torr. V�d-

nosn� pohibki vim�r�van~ skladali: " | 3%, �(!) �

tg Æ | 10%.

III. REZUL^TATI TA ÕH OBGOVORENN�

Vim�r�vann� " � tg Æ stekol nazvanih sistem dozvo-

lili vstanoviti, wo dispers�� v�dnosnoÝ d�elektriq-

noÝ proniknosti u vkazanomu d��pazon� qastot prak-
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tiqno v�dsutn� (ris. 1), a tan�ens kuta d�elektriqnih

utrat monotonno zmenxut~s� z rostom qastoti.

Ris. 1. Qastotna zale�n�st~ " stekol pri T = 300 K:

1 | Ge

3

As

36

S

61

; 2 | Ge

23

Sb

10

S

57

I

10

; 3 | Ge

17

Sb

17

S

49

I

17

;

4 | Ge

13

Sb

24

S

63

; 5 | Ge

10

Sb

28

S

62

; 6 | Sb

40

S

60

;

7 | Sb

36

S

45

I

19

; 8 | Sb

38

S

54

I

8

.

Temperaturn� zale�nost� " i tg Æ stekol sistemi

Sb

2

S

3

{SbI

3

, haraktern� dl� b�l~xosti vivqenih sklo-

pod�bnih splav�v, naveden� na ris. 2. Vidno, wo v d�-

l�n� temperatur T < T

g

dl� vs�h zrazk�v veliqina

" praktiqno post��na, a pri temperaturah, bliz~kih

do temperaturi skluvann� v�dpov�dnogo skla, d�elek-

triqna pronikn�st~ " � tg Æ pom�tno zrosta.

Sl�d v�dznaqiti,wo taki� �e vigl�d ma�t~ tempe-

raturn� zale�nost� " � tg Æ, vim�r�n� v NVQ d��pazon�.

Ce dozvol� zrobiti visnovok, wo zrostann� ih pa-

rametr�v u d�l�n� temperatur skluvann� zumovlene

ne kontaktnim efektom, a  vlastiv�st� dosl�d�uva-

nih mater��l�v. Pri povtorenn� ikl�v nagr�vann�{

oholod�enn� v d�l�n� temperatur v�d k�mnatnih do

T

g

harakter zale�noste� "(T ) � tg Æ(T ) ne zm�n�-

t~s�, wo sv�dqit~ pro v�dsutn�st~ efektu kristal�-

za�Ý dosl�d�uvanih stekol. V�dsutn�st~ dispers�Ý " �

slabka zale�n�st~ ~ogo parametra v�d temperaturi

sv�dqat~ pro te, wo veliqina d�elektriqnoÝ pronik-

nosti vivqenih hal~kogalogen�dnih stekol viznaqa-

t~s�, v osnovnomu, elektronno� � atomno� pol�riza-

��mi [7℄, qas vstanovlenn� �kih dosit~ mali� � skla-

da � 10

�15

{10

�13

s. P�dtverd�enn�m ~ogo visnovku

mo�ut~ slu�iti niz~k� znaqenn� tg Æ dosl�d�uvanih

stekol (napriklad, pri T = 300 K na qastot� 10

5

G

tg Æ stekol u sistemah Ge{As(Sb){S{I ne pereviwu

10

�2

).

Ris. 2. Temperaturn� zale�nost� " (a) � tgÆ (b) na qastot� 10

5

G stekol sistemi Sb

2

S

3

{SbI

3

: 1 | Sb

40

S

60

; 2 |

Sb

39

S

57

I

4

; 3 | Sb

38

S

54

I

8

; 4 | Sb

37

S

48

I

15

; 5 | Sb

36

S

43

I

19

.

Dosl�d�enn� prov�dnosti na zm�nnomu strum� ste-

kol sistem Ge{As(Sb){S{I pokazali, wo u vkazanomu

d��pazon� qastot �(!) zrosta z� zb�l~xenn�m qastoti

vim�r�val~nogo pol� zg�dno z� sp�vv�dnoxenn�m

�(!) = A!

s

: (2)

Znaqenn� stepen� s pri T = 300 K naveden� v tab-

li� 1. Dl� vs�h dosl�d�enih stekol vid zale�nosti

�(!) v�d ! ma��e ne zm�n�t~s� pri zm�n� skladu, �

znaqenn� pokaznika stepen� s znahod�t~s� v me�ah

0.78{0.94, wo vkazu na stribkovi� harakter prov�d-

nosti na zm�nnomu strum� [8℄.

Pri vim�r�vann�h na post��nomu strum� u vs~omu

temperaturnomu �nterval� vi�vleno eksponen��l~-

ni� harakter zale�nosti prov�dnosti v�d tempera-

turi

�(0) = C exp(�E

�

=kT ): (3)

Anal�z zale�noste� �(0) v�d T dozvoliv viznaqiti

ener��Ý aktiva�Ý prov�dnosti pri T = 0 K stekol uka-

zanih sistemE

�

� vstanoviti,wo v nih na post��nomu

strum� v �nterval� temperatur 170{450 K pereva�a

prov�dn�st~ po delokal�zovanih stanah [9℄.

Prov�dn�st~ �(!) pri por�vn�no niz~kih T � viso-

kih ! slabo zale�it~ v�d temperaturi. Pereh�d do

ekponen��l~noÝ zale�nosti �(!) v�d T (ris. 3) spo-
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ster�gat~s�, nasampered, u d�l�n� niz~kih qastot.

Temperatura ~ogo perehodu p�dviwut~s� z� zb�l~-

xenn�m qastoti [4℄.C� rezul~tati sv�dqat~ pro te,wo

�(!) v d�l�n� nevisokih temperatur viznaqat~s�, v

osnovnomu, perestribuvann�mi nos�Ýv zar�du po lo-

kal�zovanih stanah poblizu r�vn� Ferm�.Osk�l~ki �

skladova prov�dnosti (�

F

) propor��na T [2, 10℄, to z

temperaturnoÝ zale�nosti �(!) mo�na zna�ti vnesok

�

F

u prov�dn�st~ sklopod�bnih splav�v pri dov�l~n��

temperatur� (ris. 3).

Sklad �(!),

Sm/m

s " tg Æ E

�

,

eB

E

"

,

eB

As40S60

Sb40S60

Sb

38

S

54

I

8

Sb

37

S

48

I

15

Sb

36

S

45

I

19

As

37

S

48

I

15

As

35

S

42

I

23

Ge

7

Sb

32

S

61

Ge

10

Sb

28

S

62

Ge

14

As

24

S

62

Ge

24

As

12

S

64

Ge

3

Sb

30

S

37

I

30

Ge

17

Sb

17

S

49

I

17

Ge

7

As

26

S

41

I

26

Ge

17

As

17

S

49

I

17

5.5 � 10

�8

8.2 � 10

�8

4.5 � 10

�7

3.4 � 10

�7

1.5 � 10

�7

2.0 � 10

�7

5.0 � 10

�7

6.0 � 10

�8

7.0 � 10

�8

2.5 � 10

�7

7.0 � 10

�8

2.0 � 10

�7

9.0 � 10

�8

3.5 � 10

�7

2.5 � 10

�7

0.84

0.88

0.91

0.90

0.89

0.85

0.88

0.85

0.84

0.83

0.81

0.81

0.78

0.87

0.86

7.25

20.6

27.2

24.7

23.5

7.55

7.50

19.5

17.9

6.34

6.01

9.4

11.0

7.34

6.05

3.6 � 10

�3

4.5 � 10

�3

2.1 � 10

�3

9.2 � 10

�4

6.0 � 10

�3

2.3 � 10

�3

6.5 � 10

�3

7.5 � 10

�4

9.3 � 10

�4

1.5 � 10

�3

8.5 � 10

�4

7.0 � 10

�3

1.5 � 10

�3

2.5 � 10

�3

9.5 � 10

�4

1.20

0.82

0.79

0.75

0.73

0.94

0.87

0.95

1.08

1.18

1.28

0.95

1.02

0.96

1.05

1.23

0.86

0.75

0.77

0.80

0.92

0.82

0.87

1.02

1.10

1.14

0.88

0.93

0.91

0.98

Tabli� 1. Elektriqn� ta d�elektriqn� parametri stekol sistem Ge{As(Sb){S{I (znaqenn� �(!), " � tg Æ

naveden� pri 300 K � f = 10

5

G).

Ris. 3. Temperaturn� zale�nost� �(!) na qastot� 10

5

G

stekol: 1 | Ge

7

Sb

32

S

61

; 2 | Sb

40

S

60

; 3 | Sb

37

S

48

I

15

; 4 |

As

35

S

42

I

23

.

�k pravilo [8, 10℄ lokal�za�� r�vn� Ferm� pov'�-

zut~s� z na�vn�st� zar�d�enih defektnih entr�v

D

+

i D

�

. U d�l�n� niz~kih temperatur prov�dn�st~

na zm�nnomu strum� zd��sn�t~s� xl�hom nadbar'r-

nih stribk�v b�pol�ron�v m�� imi entrami (D

+

+

2e $ D

�

) [11, 12℄. Dva elektroni (b�pol�ron), wo

znahod�t~s� na entr� D

�

, zd��sn��t~ pereh�d na

entri D

+

xl�hom stribk�v qerez poten��l~ni� ba-

r'r, �ki� u me�ah model� Ell�otta zadat~s� vira-

zom [11℄:

W =W

M

�

8e

2

"R

!

: (4)

Tut W

M

| ener��� aktiva�Ý pri nesk�nqeno veli-

komu rozd�lenn� stan�v, �ka dl� hal~kogen�dnih ste-

kol mo�e dor�vn�vati xirin� zaboronenoÝ zoni; R

!

| v�ddal~ m�� dvoma stanami.

Pripuska�qi rozpod�l zar�d�enih defektnih

entr�v vipadkovim, Ell�ott dl� N

2

/2 par entr�v

(N | konentra�� lokal�zovanih stan�v) oder�av:

� (!) =

"

00

(!)!

4�

=

N

2

2

Z

e

2

R

2

!

12kT

!

2

�

1 + !

2

�

2

p (� ) d�; (5)

"

0

(!) � "

1

= 2N

2

�

Z

e

2

R

2

!

12kT

1

1 + !

2

�

2

p (� ) d� ; (6)

de p(� )d� | �mov�rn�st~ togo, wo entr ma qas re-

laksa�Ý z prom��ku (� , � + d� ). Qas relaksa�Ý pari

� = �

0

exp

�

W

kT

�

: (7)

Dl� b�l~xosti hal~kogen�dnih stekol znaqenn� �

0

znahodit~s� v me�ah 10

�13

�10

�12

s [2, 11℄.

U virazah (5) � (6) zruqno pere�ti v�d rozpod�lu po
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� do rozpod�lu po R

!

:

r (� ) d� = q (R

!

) dR

!

;

osk�l~ki v�n, �k pravilo, v�domi�. Dl� vipadkovogo

rozpod�lu entr�v funk�� R

!

ma vigl�d [11℄:

q (R

!

) = 4�R

2

!

exp

�

�

4�NR

3

!

3

�

: (8)

Tod�, vikoristovu�qi (8) dl� funk�Ý rozpod�lu,

(7) | dl� qasu relaksa�Ý ta �nte�ru�qi v (5) v me-

�ah v�d �

0

do �

0

exp(W

M

/kT), mo�na oder�ati viraz

dl� �(!) v d�l�n� temperatur T < T

g

[11℄:

� (!) =

�

2

N

2

"

24

�

8e

2

"W

M

�

6

!

1��

�

�

0

; (9)

de � = 6kT=W

M

. Z r�vn�nn� (9) vipliva, wo pokaz-

nik stepen� s v (2) (s = 1 � �) menxi� v�d odini�

� zmenxut~s� z p�dviwenn�m temperaturi. Sl�d v�d-

znaqiti dobru korel��� m�� rozrahovanimi � eks-

perimental~nimi parametrami �(!) dl� stekol sis-

tem Ge{As(Sb){S{I [4, 7℄.

Z r�vn�n~ Kramersa{Kron��a vipliva, wo stepe-

nevomu zakonu �(!) = A!

s

(pri s < 1) v�dpov�da

r�vn�st~ [3, 13℄:

" (!)� "

1

=

4�� (!)

!

tg

�

�

2

s

�

; (10)

�ka dozvol� o�niti glibinu dispers�Ý d�elektriq-

noÝ proniknosti. Anal�z veliqini parametra A dl�

znaqnoÝ k�l~kosti hal~kogen�dnih stekol pokazav, wo

ÝÝ seredn znaqenn� sklada 3�10

�12

Sm�m

�1

� G

�1

.

Tod�, vikoristovu�qi sp�vv�dnoxenn� �(f) = Af

s

,

(10) mo�na viraziti �k [3℄

" (f) � "

1

= 5:4 � 10

�2

f

s�1

tg

�

�s

2

�

: (11)

Zg�dno z im r�vn�nn�m glibina dispers�Ý " v d��pa-

zon� qastot 10

4

{10

10

G pri s = 0:9 dor�vn� � 0.10.

Pri pr�muvann� s do odini� veliqina "(f)� "

1

do-

s�ga znaqenn� � 0.40.

Eksperimental~n� rezul~tati dosl�d�en~ �(!); " �

tg Æ v d�l�n� por�vn�no nevisokih temperatur (T <

T

g

) p�dtverd�u�t~ pravil~n�st~ provedenih viwe

o�nok. U d��pazon� qastot 10

4

{10

10

G dispers�� "

praktiqno v�dsutn� (ris. 1), a d�elektriqn� vtrati z

rostom qastoti zmenxu�t~s�.

Na�vn�st~ zar�d�enih defektnih entr�v D

+

i

D

�

, konentra�� �kih u vivqenih steklah sklada

10

24

�10

25

m

�3

[4, 7℄, viznaqa ne t�l~ki prov�dn�st~

na zm�nnomu strum�. Tak� entri  m�s�mi nere�u-

l�rnogo rozpod�lu elektriqnogo zar�du v skl�. Pri

v�dsutnost� elektriqnogo pol� p�d vplivom teplo-

vih fl�ktua�� nos�Ý zar�du zd��sn��t~ stribki m��

entrami. Odnak haotiqn� perem�wenn� zar�d�v ne

privod�t~ do pol�riza�Ý.Prikladene zovn�xn pole

stimul� \un�pol�rn�st~" takih perehod�v � vikli-

ka po�vu �ndukovanogo im polem elektriqnogo mo-

mentu odini� ob'mu skla. Pri por�vn�no nevisokih

temperaturah (T < T

g

) qislo perehod�v nevelike qe-

rez malu k�l~k�st~ nos�Ýv zar�du, �k� ma�t~ ener���,

dostatn� dl� perehodu qerez poten��l~ni� bar'r,

maksimal~na visota �kogo mo�e buti W

M

.

Pri temperaturah, bliz~kih do T

g

, zrosta rol~

ne�tral~nih entr�v D

0

, �k� utvor��t~s� v rezul~-

tat� oborotnoÝ reak�Ý 2D

0

! D

+

+ D

�

[2℄. Ce

polegxu stribki nos�Ýv zar�du m�� entrami (os-

k�l~ki visota poten��l~nogo bar'ra v ~omu vi-

padku W

M

0

< W

M

), zumovl��qi zrostann� pol�ri-

za�Ý, a znaqit~, � ". Utvorenn�m entr�v D

0

� eks-

ponen��l~nim zb�l~xenn�m Ýh konentra�Ý z p�dvi-

wenn�m T (v d�l�n� T � T

g

) zumovlena � znaqna tem-

peraturna zale�n�st~ �(!) (ris. 3) [2, 4, 7℄.

Ris. 4. Zale�n�st~ lg["(T )�"(T

K

)℄ v�d 1=T . Poznaqenn�

t� �, wo � na ris. 2.

Zrostann� konentra�ÝD

0

entr�v z temperaturo�

privodit~ do znaqnogo vnesku v �(!) stribk�v pros-

tih pol�ron�v (elektron�v m�� entrami D

0

i D

+

ta

d�rok m�� entrami D

0

i D

�

), �k� pereviwu�t~ vne-

sok stribk�v b�pol�ron�v.

U d�l�n� temperatur skluvann� sposter�gat~s�

eksponen��l~ne zrostann� " (ris. 2), �ke mo�na opi-

sati virazom [14℄

" (T )

" (T

K

)

� exp

�

�

E

"

kT

�

; (12)

de "(T

K

) | d�elektriqna pronikn�st~ pri T = 300 K,

E

"

| ener��� aktiva�Ý. �kwo zrostann� pol�riza-

�Ý z p�dviwenn�m T zumovlene zb�l~xenn�m konen-

tra�Ý nos�Ýv zar�du, �k� mo�ut~ pereboroti poten-

��l~n� bar'ri, znaqno menx� v�d W

M

, to logarifm

prirostu d�elektriqnoÝ proniknosti lg["(T )� "(T

K

)℄
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 l�n��no� funk�� obernenoÝ temperaturi. Pobudo-

van� zale�nost� lg["(T )� "(T

K

)℄ � f(1=T ) dl� stekol

sistemi Sb

2

S

3

{SbI

3

(ris. 4), tipov� dl� vs�h dosl�-

d�enih stekol sistem Ge{As(Sb){S{I, vi�vilis~ l�-

n��nimi � dozvolili viznaqiti ener��Ý aktiva�Ý E

"

,

�k�  bliz~kimi ener���m aktiva�Ý E

�

, viznaqenim

z temperaturnih zale�noste� prov�dnosti (tabl. 1).

Sl�d v�dznaqiti, wo perehodi nos�Ýv m�� zar�d�e-

nimi defektnimi entrami zumovl��t~ ne t�l~ki

poved�nku " � �(!), a � d�elektriqn� vtrati. Kr�m

togo, zrostann� " v d�l�n� temperatur skluvann�

mo�e buti zumovlene � zb�l~xenn�m atomnoÝ pol�ri-

zovanosti stekol, viklikanoÝ polegxenn�m or�nta-

�Ý strukturnih ugrupovan~ za rahunok p�dviwenn�

mob�l~nosti s�tki skla v d�l�n� T

g

[14℄.

IV. VISNOVKI

Prov�dn�st~ na zm�nnomu strum� �(!) vs�h vivqe-

nih stekol u sistemah Ge{As(Sb){S{I zm�n�t~s� z

qastoto� zg�dno z� sp�vv�dnoxenn�m �(!) � !

s

, de s,

zale�no v�d skladu, pri T = 300 K pri�ma zna-

qenn� 0.78{0.95. Pri por�vn�no niz~kih temperatu-

rah � visokih qastotah �(!) slabo zale�it~ v�d tem-

peraturi. U �� d�l�n� temperatur prov�dn�st~ na

zm�nnomu strum� zd��sn�t~s� xl�hom nadbar'rnih

stribk�v b�pol�ron�v m�� zar�d�enimi entrami D

�

� D

+

. Pereh�d do eksponen��l~noÝ zale�nosti �(!)

v�d T sposter�gat~s� nasampered u d�l�n� niz~kih

qastot. Temperatura ~ogo perehodu p�dviwut~s� z�

zb�l~xenn�m qastoti. U �� d�l�n� temperatur sut-

tvi� vnesok u �(!) da�t~ stribki prostih pol�ron�v

m�� entrami D

0

� D

+

ta D

0

� D

�

.

U vivqenomu d��pazon� qastot ne vi�vleno disper-

s�Ý d�elektriqnoÝ proniknosti " stekol, a tg Æ z ros-

tom qastoti monotonno zmenxut~s�. U d�l�n� tem-

peratur T < T

g

veliqini " i tg Æ praktiqno post��n�,

a pri T � T

g

znaqno zrosta�t~. Otriman� rezul~tati

dosl�d�en~ d�elektriqnih parametr�v zadov�l~no po-

�sn��t~s� v me�ah model� zar�d�enih defektnih

entr�v.
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AC-CONDUCTIVITY AND DIELECTRIC PROPERTIES

OF CHALCOHALOGENIDE GLASSES

V. M. Rubish

Uzhgorod National University, Physial Faulty,

46 Pidgirna Str., Uzhgorod, UA{88000, Ukraine

A.. ondutivity �(!) and dieletri parameters (" and tg Æ) of Ge{As(Sb){S{I system glasses are investigated

in the frequeny range of 10

4

{10

10

Hz and temperature interval from room to glassforming T

g

. Combined hopping

mehanism of bipolarons and single-polaron harge transfer de�ned the temperature and frequeny dependenes

of �(!). Dieletri properties of glasses are explained on the basis of model harge defets.
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